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Projekt,,GaN-, InP- und GaAs-Substrate mit gréfSeren Durchmessern fiir zukiinftige Mikroelektronik und
Kommunikationstechnologie (SuMiCo)“

Grofdere Galliumarsenid-, Indiumphosphid-
und Galliumnitrid-Wafer fir die Mikro- und
Kommunikationstechnologie

Herausforderung

Halbleiterchips werden heute
meist aus Silizium hergestellt.
Durch die Anspriiche derzeitiger
und zukinftiger Technologien
kommt die Leistungsfihigkeit des
Materials in manchen Anwen-
dungsfillen jedoch zunehmend
an seine Grenzen. Deshalb werden
dringend Alternativen benétigt.
Neue Mikrochips, die auf Verbin-
dungshalbleitern wie Galliumarse-
nid (GaAs), Indiumphosphid (InP)
und Galliumnitrid (GaN) basieren,
haben sich beispielsweise bereits
in der Telekommunikation etab-
liert und werden weiter an Bedeu-
tung gewinnen.

Zielsetzung

Im Projekt der Freiberger Com-
pound Materials GmbH (FCM)
wird angestrebt, GaAs-, InP- und

GaN-Halbleiterscheiben, soge-
nannte Wafer, mit grofieren

(100 mm bis 200 mm) als derzeit
weltweit erhiltlichen Durch-
messern (je nach Material 50 mm
bis 150 mm) zu entwickeln. Diese
grofleren Wafer sind Grundlage
dafiir, dass Halbleiterchips in
hoheren Stiickzahlen und ver-
mehrt automatisiert hergestellt
werden konnen. Gleichzeitig zielt
das Projekt darauf ab, die Material-
eigenschaften der Wafer an die
Bediirfnisse fiir Europa wichtiger
Anwendungen (z. B. Telekommu-
nikation und autonomes Fahren)
und Produkte (z. B. Hochfrequenz-
und Leistungselektronik, Opto-
elektronik) anzupassen. Durch den
anschlieffenden Transfer der Pro-
jektergebnisse in die industrielle
Produktion soll die Souverinitat
Europas in Zukunftstechnologien

sowie die europaische Lieferkette
gestarkt werden.

Losungsansatze

Um die Ziele des Projektes zu
erreichen, entwickelt FCM Ziich-
tungsmethoden fiir grofiere GaAs-,
InP- und GaN-Kristalle. Dafiir
werden verschiedene Ziichtungs-
parameter, wie beispielseweise
die Geschwindigkeit des Kristall-
wachstums und verschiedene
eingebrachte Zusatzstoffe, die
sogenannte Dotierung, verandert.
So werden die physikalischen
Eigenschaften der Kristalle fiir die
jeweilige Anwendung angepasst.
Zusatzlich wird auch das Ver-
fahren zur Weiterverarbeitung
der Kristalle zu Wafern, das soge-
nannte Wafering (z. B. Schneiden,
Schleifen, Polieren), an die neuen
Durchmesser angepasst und hin-
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sichtlich Eigenschaften der Wafer
optimiert.

Dartiber hinaus arbeitet FCM
innerhalb des Projekts eng mit
verschiedenen Unternehmen
zusammen, die Chips aus den
erzeugten Wafern herstellen. Diese
Unternehmen melden zurick, ob
die zur Verfiigung gestellten Wafer
die benotigten physikalischen
Eigenschaften fiir die geplanten
Anwendungen besitzen.

Perspektiven

Das Projekt von FCM nutzt der
gesamten nachgelagerten Wert-
schopfungskette, die GaAs-, InP-
und GaN-Wafer weiterverarbeitet.
Auf der einen Seite profitieren
Chiphersteller von verfiigbaren
Wafern, die auf ihre Bediirfnisse
zugeschnittenen sind und die sie
in ihre zunehmend automatisierte
Produktion integrieren konnen.
Auf der anderen Seite profitieren
die Kunden der Chiphersteller,

da Halbleiterchips unter kosten-
glinstigeren Methoden produziert
und zuverlissig bereitgestellt
werden. Dariiber hinaus kénnen
erst durch die zuverlassige Verfiig-
barkeit dieser Wafer neue Techno-
logien und Produkte entwickelt

Arbeitsfelder des Projektes im IPCEI ME/KT
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Kontakt

Bundesministerium fiir Wirtschaft und
Klimaschutz (BMWK)

Ref. IVA2 - Mikroelektronik
BUERO-IVA2@bmwk.bund.de

VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Projekttrager Mikroelektronik und
Kommunikationstechnologien fir das BMWK
pt.ipcei@vdivde-it.de

Forderung
Das Projekt wird vom BMWK und anteilig von den
Bundesldandern der jeweiligen Projektstandorte ge-

fordert sowie finanziert von der Européischen Union
NextGenerationEU.

und angewendet werden. Folg-
lich werden die Lieferketten und
die Technologiesouveranitit in
Europa und Deutschland gestérkt.
Da die neuen Wafer fiir Schliissel-
technologien wie etwa die 5. und
6. Mobilfunkgeneration (5G/6G)
sowie autonomes Fahren konzi-
piert sind, werden zudem positive
Effekte auf die gesamte Wirtschaft
erwartet.

Unternehmensvorstellung

Die Freiberger Compound Mate-
rials GmbH ist ein europédischer
Hersteller von Verbindungshalb-
leitern. Am Firmenstandort in
Freiberg beschiftigt das Unterneh-
men ca. 350 Mitarbeitende. FCM
zlichtet mit speziellen Verfahren
Kristalle und verarbeitet diese
anschlieffend zu Wafern. Diese
werden als Grundmaterialien an
Chiphersteller geliefert, die daraus
beispielsweise Halbleiterchips fiir
Telekommunikation, Leistungs-
und Optoelektronik herstellen.
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